
РЕФЕРАТ 
 

 

Пояснювальна записка складається з 54 сторінок, 4 розділи та містить 29 

ілюстрацій, 13 джерел за переліком посилань. 

У сучасній електроніці, у побуті, промисловості та медицині широко 

використовують прилади для стабілізації напруги. Адже їх відсутність може 

призвести до погіршення характеристик приладів або, навіть, їх вихід з ладу. 

Найкращим приладом для стабілізації напруги є стабілітрон. І, не дивлячись на те, 

що він є дуже поширеним, до нього висувають дуже жорсткі вимоги.  

У цьому випадку для стабільності номінальної напруги при замінній 

температурі найпростіше використовувати послідовне з’єднання зустрічно 

ввімкнених діодів. Адже, окрім стабілізації напруги, ці пристрої застосовуються 

для обмеження змінного струму. 

Тому вивчення та використання таких приладів є дуже актуальним та 

перспективним. Найпростішим та найдоцільнішим є реалізація таких діодів на 

одному кристалі, які будуть являти собою симетричну p-n-p структуру.  

Але, нажаль, теоретичні основи роботи цих приладів не є достатньо 

вивченими. Тому метою дипломної роботи є дослідження вольт-амперних 

характеристик даних структур і особливостей їх роботи. Для досягнення цієї мети 

було поставлено і вирішено наступні завдання: 

1. Розглянути принцип дії та застосування p-n-p структури; 

2. Розробити модель p-n-p структури; 

3. Вивести рівняння ВАХ p-n-p структури; 

4. Встановити вплив ширини середньої області на вигляд ВАХ p-n-p 

структури. 

Об'єктом дослідження роботи є симетрична p-n-p структура. Предметом 

дослідження є вольт-амперна характеристика таких структур. 

В ході роботи було використано наступні методи: моделювання процесів 

напівпровідникових приладів, дослідження ВАХ напівпровідникових приладів, 
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визначення залежності ВАХ від ширини середньої області. 

 

Ключові слова: напівпровідникова структура, біполярний транзистор 

ширина середньої області, вольт-амперна характеристик, тунельний ефект, 

лавинний пробій. 
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ABSTRACT 

 

 

The work contains of 54 pages, 4 sections and contains 29 figures, 13 

bibliographic titles. 

 

In modern electronics, home appliances, industry and medicine, devices for 

voltage stabilization are widely used. Indeed, their absence can lead to deterioration of 

the characteristics of the devices or even their failure. The best voltage stabilizer is a 

zener. And, despite the fact that it is very common, very stringent requirements are put 

forward to him. 

In this case, for the stability of the nominal voltage at the substitute temperature, 

it is easiest to use a series of interconnected diodes. After all, in addition to voltage 

stabilization, these devices are used to limit the AC power. 

Therefore, the study and use of such devices is very relevant and promising. The 

simplest and most desirable is the realization of such diodes on one crystal, which will 

be a symmetric p-n-p structure. 

But, unfortunately, the theoretical foundations of these devices are not 

sufficiently studied. Therefore, the purpose of the thesis is to study the volt-ampere 

characteristics of these structures and the peculiarities of their work. To achieve this 

goal, the following tasks were set and solved: 

1. Consider the principle of the operation and application of the p-n-p structure; 

2. Develop a model of p-n-p structure; 

3. To deduce the equation of VAC of p-n-p structure; 

4. Determine the influence of the width of the middle region on the appearance of 

the VAC of the p-n-p structure. 

The object of the research work is a symmetrical p-n-p structure. The subject of the 

study is the voltage-ampere characteristic of such structures. 

In the course of the work, the following methods were used: simulation of the 

processes of semiconductor devices, research of the VAC of semiconductor devices, 
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determination of the dependence of VAC on the width of the middle region. 

 

Keywords: semiconductor structure, bipolar transistor, average width width, volt-

ampere characteristics, , tunneling effect, avalanche breakdown. 
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